Baureihe DR 817

Technische Daten / Technical Data

TQ'QWXDLU

Induktivitét / Inductance:
Induktivitatstoleranz / Tolerance of inductance: +1
Strom / Current:
MeB3bedingungen / Measuring conditions:
Betriebstemperatur / Operating temperature:
Umgebungstemperatur 14 / Ambient temperature tg:
Isolierstoffklasse / Insulation class:
Lagerungstemperatur / Storage temperature:

%:I
Ee=—
3 Ee———
o E=——-c=
x EeVV—r1
E——-
N
W
NS
@ 0.6

Series DR 817

0,001 - 1T mH

0,14-28A

10 kHz/50 mV/25°C
-30°C bis/up to +125°C
< 60°C

B

0%

-30°C bis/up to +85°C

Bestelinr, | L/ mH In/ A T R / Q2 T ./ MHz
Order no. \ +10%
| o501 | 0001 28 | 0045 184
010.502 00012 | 27 0,05 168
010.503 0,0015 2,6 0,055 150
010.504 00018 | 24 | 006 131
010.505 0,0022 2,25 0,07 97
010.506 0,0027 2,15 0,075 81
010.507 00033 | 2,05 | o082 51
| o10508 0,0039 195 | 01 38
010.509 0,0047 19 | om 30
010510 | 00056 1,55 0,145 27
| 010511 0,0068 1,5 0,16 20
010512 0,0082 14 0,175 17
010.513 0,01 13 02 16
010514 0,012 12 0,23 15
| 010515 | 0,015 115 0,26 13
010516 0,018 095 0,345 12
010517 | 0,022 09 0,38 10
| otosis | 0027 0,85 0,42 9
| 010519 | 0,033 0.8 0,465 85
010.520 0,039 0,65 0,73 7
010.521 0,047 0,62 08 86
010.522 0,056 0.6 087 | 61
010.523 0,068 05 1,22 48
010.524 0,082 0,47 1,4 43
010.525 0,1 0,44 1,5 42
010.526 0,12 0,42 1,63 39
| otos27 0,15 0,34 2,35 35
010.528 0,18 0,32 2,58 3.2
| 010529 022 0.3 2,9 29
010.530 027 0,26 435 2,7
010.531 0,33 0,24 48 25
010.532 0,39 023 5,2 2.3
010,533 0,47 02 7 21
010.534 0,56 0,19 7,5 1,9
010.535 0,68 0,16 10 1,6
010.536 0,82 0,15 n 1,5
010537 | 1 0,14 13 1,4




